Pokrocila technologie vyroby uniformnich vrstev na zakrivenych optickych
prvcich pro polovodicovy prumysl
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Ustav fyzikalniho inZenyrstvi

VYSOKE UCENI FAKULTA
I TECHNICKE STROJNIHO

VBRNE INZENYRSTVI

ML

voTivace Acite prACE  (MEfiNIE] AS

= Spoluprace se spolecnosti Meopta s cilem zdokonalit vyrobu tenkych
vrstev v reakci na pozadavky spolecnosti ASML

" \/ytvorit matematicko-fyzikalni model depozice tenkych vrstev na
zakrivené substraty

= Kalibrace zdroju na zakladé experimentalnich dat a implementace do
kédOVéhO prOStFEdI' Depoziéni komora

Relativni tloustka vr

SUBSTRATY — TROJUHELNIKOVE SITE

" Fibonacciho posloupnost — rozmisténi bodu na sféfe pomoci zlatého uhlu

* Delaunayova triangulace - zesitovani Fibonacciho spirala Fibonacciho mfizka

= Vliv zakriveni substratu na uniformitu

+ b
¢ =%—>(p=%—’2ﬂ(2—<ﬂ)z137:50

a

Zlaty uhel

Profil tloustky nanesené vrstvy
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VYZAROVANI ZDROJE

" Plosna hustota emise zdroje (radiance)

= \/lyzarovaci charakteristika (cosinovy zakon) \
= Testovaci depozice na kfremikovych deskach
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® Program v jazyce Python 8!
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Simulace

=— LaF3 DIST31 mes - measurement wafer orange

Relativni intenzita ve sméru z (-)

s LaF3 DNST31 MUCPS - measurement wafer orange
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ZAVER — ZLEPSOVANI UNIFORMITY VRSTEV

" Cilené ovlivhovani uniformity pomoci dvou pristupu:

1. Planetarni pohyb
2. Stinici masky

Vyrazné zlepseni uniformity
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